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Silizium-MOS-Feldeffekt-Transistor (n-Kanal-Depletion-Typ} mit hoher Eingangsimpedanz
fiir allgemeine Anwendung, Bauform L 3 nach TGL 200—8380. Das Substrat ist inner-

hoib des Gehtiuses mit Source verbunden.
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25,
Maosse ca. 0.3 g
Warmewiderstand Rumen/a = 0,6 gnd/mW N
Grenzwerte; giiltig fir den Betriebstemperaturbereich
1
Droin-Source-Spannung Ubsv == 20V
Gate-Source-Sponnung Ugs == —15V bis +5V
Drain-Gate-Spannung Upa = J0V
Drainstrom lo = 15 mA
Gesamtverlustleistung bei #a = 25°C Pror = 150 mW
Kanaitemperatur fch = --125°C
Betriebstemperaturbereich Pa = 0°C bis +125°C
Statische Kennwerte (#4 = 25 °C —-5 grd) Min. Typ Mox.
Drain-Source-Durchbruchsponnung Ufpr}Dsv 20V
Ugs = 10V
lo = 10 gA
Schwellsponnung -Ur 55V BV
Ups = 8V
o = 10uA
Drainstrom -lpss 1.5mA 45mA 65
’ ' N mA
Ups = 8V
Uss = 0V
Eingangswiderstand Ra 10120 100

-bJgss = 10V



Dynamische Kennwerte {f#s = 25°C =5 grd)

Steilheit yi9 1mS 1.3m$
Ups = 8V
Uss = QV
f = 1 kidz
Eingangskapazitét T 52pF 6pF
Uos =8V
Uas = QV
Ausgangskapazitét Ce2 2.5 pf
Ups = 8V
Uss = QV
f = 1 MH:
Drain-Gate-Rilckwirkungskopozitét c12 1.2 pt
Ups = 8V
Uss = 0V
f = 1 MHz
Ausgangsieitwert gze 0,074 mS
Uos = 8V
Ve = 0V
f = 1 MHz
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bei Ups = 0,1V

Drain-Source-Widerstand
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Steilheit bei Ups = 8V
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% Eingangskennlinie bei Ups = 8V
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